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АНАЛІЗ МІКРОСМУЖКОВИХ ФОТОННИХ КРИСТАЛІВ З 
УРАХУВАННЯМ ТЕХНОЛОГІЧНИХ ПОХИБОК 
 
Адаменко В.О., Купріна О.Д. 
 
Вступ. Постановка задачі 
Наноелектронні пристрої на основі кристалоподібних структур є новіт-
ньою елементною базою радіоелектронних систем різноманітного призна-
чення. Як і природні кристали, такі структури характеризуються зонною 
діаграмою з чергуванням дозволених та заборонених зон. Значного розвит-
ку набули фотонні кристали (ФК). В зв’язку з промисловим освоєнням 
пристроїв на основі ФК необхідний аналіз впливу технологічних похибок 
на характеристики таких структур. В радіодіапазоні ФК виконують на ос-
нові несиметричних мікросмужкових ліній з періодично розміщеними не-
однорідностями у вигляді отворів у нижньому металізованому шарі та в 
діелектричній основі. В роботі проаналізовано чутливість характеристик 
мікросмужкових ФК до технологічних похибок. 
Аналіз впливу технологічних похибок 
Рис. 1 ілюструє технологічні похибки 1  4 відповідно розмірів a  d мі-
кросмужкового ФК. Виміряні максимальні значення похибок відповідно 
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дорівнюють: 7,5%, 15%, 3% і 10%.  
Аналіз впливу кожної з 
похибок, а також їх сумарної 
дії виконано в середовищі Mi-
crowave Studio [1]. На рис. 2 
приведено розрахункові час-
тотні залежності коефіцієнтів 
відбиття (а) та проходження (б) мікросмужкового ФК без урахування по-
хибок (криві 1), з урахуванням похибок 1 і 2 (2), похибки 3 (3). Похибка 4 
практично не впливає. Найбільший вплив мають похибки 1 і 2. Порушення 
періодичності розташування неоднорідностей призводить до порушення 
умов синфазної інтерференції відбитих хвиль в забороненій зоні. Зона 
звужується, зменшується частота мінімуму коефіцієнта проходження та 






Рис. 2. Залежності коефіцієнтів відбиття (а) та проходження (б) мікросмужкового ФК 
На рис. 3 приведено характеристики мікросмужкового ФК: експери-
ментальні (криві 1) та розрахункові без урахування похибок (2) і з їх ура-
хуванням (3). Порівняння характеристик ілюструє суттєвий вплив похибок. 





Рис. 3. Експериментальні та розрахункові характеристики мікросмужкового ФК 
Рис. 1. Похибки параметрів неоднорідностей  
мікросмужкового ФК 
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Висновки 
Технологічні похибки звужують заборонені зони ФК та зменшують 
подавлення сигналу в цих зонах. Найбільший вплив має похибка періодич-
ності розташування неоднорідностей. Урахування похибок забезпечує від-
повідність експериментальних та розрахункових характеристик ФК. 
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ВИПРОМІНЮВАННЯ ВІДКРИТОГО КІНЦЯ ТОНКОСТІННОГО 
КРУГЛОГО ХВИЛЕВОДУ НА ОСНОВНІЙ ТА КРОС-ПОЛЯРИЗАЦІЇ 
 
Пільтяй С. І. 
 
Випромінюванням на основній поляризації вважають випромінювання 
електричного поля в площині, яка паралельна електричному полю джере-
ла. Випромінювання на крос-поляризації – це випромінювання компоненти 
електричного поля, ортогональної відносно складової поля основної поля-
ризації. При передачі сигналів лише на основній поляризації крос-
поляризація не є важливою. При низьких рівнях крос-поляризації можна 
незалежно передавати сигнали в двох перпендикулярних площинах за до-
помогою однієї антени. У цьому випадку основна поляризація в одній 
площині (наприклад, у вертикальній) спричиняє незначну крос-
поляризацію в іншій площині (горизонтальній). Тому сигнал однієї основ-
ної поляризації (вертикальної) мало впливає на сигнал іншої основної по-
ляризації (горизонтальної). Це дозволяє лише за рахунок використання ан-
тен з низькими рівнями крос-поляризації збільшити вдвічі кількість кана-
